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1. はじめに 

我々はこれまで，銀や銅の磁気電析が電析膜界面にキラリティを誘発することを報告してきた 

[1-3]．この磁気電気化学キラリティの発現は，マイクロ MHD対流にマクロな垂直 MHD対流が作

用し， MHD 渦流の対称性が破れることにより起こる．これまでの磁気電析実験では，主に定電位

電析により金属の析出を行ってきた．今回は，定電流モードで銅の磁気電析を試み，電析電流の値によ

りキラリティがどのように変化するかを調べてみた．驚いたことに，電流値に依存してキラリティの符号が反

転するという新奇な現象が観察された． 

2. 実験  

 銅の電析膜は 50 mM (M = mol dm-3) 硫酸銅 + 0.5 M硫酸水溶液中，定電流（4 ~ 22 mA cm-2）電解

で 0.4 C cm-2の電気量まで銅を析出させて作製した．磁気電析は，超伝導マグネットの中で， 5 Tの磁場

を印加させて行った．このとき磁場とファラデー電流が平行な配置で電析させた膜を +5T 膜，反平行な

配置のものを –5T 膜と呼ぶ．このような磁気電析膜を電極に用いて，アミノ酸の一種であるアラニンのエ

ナンチオマーのボルタモグラムを，0.1M NaOH水溶液中で測定した．ボルタモグラムにおけるキラル挙動

を定量化するために，ee (enantiometric excess)を次のように定義した．ee = (ip
L - ip

D) / (ip
L + ip

D), ここで 

ip
L と ip

D は L体および D体のピーク電流である． 

3. 結果 

 +5T と –5Tの磁場で，電析電流を変化させて磁気電析を行い，それぞれの磁気電析膜電極でのア

ラニンのボルタモグラムから eeを見積もってみた．+5T-膜では，電析電流が小さな領域（11 mA 

cm-2付近）で D-活性のキラリティが現れ，中間域（15 mA cm-2付近）で一旦，キラリティが消失

し，さらに電流値が大きな領域（20 mA cm-2付近）では L-活性が現れる．対照的に –5T-膜では，

電流が小さな領域（8 mA cm-2付近）で L-活性が現れ，大きな領域（17 mA cm-2付近）で D-活性

が現れる．これらの結果は，磁気電析膜のキラリティの符号が，電析電流の大きさと磁場の極性

に依存することを示している．キラリティが磁場極性に依存することは，垂直 MHD対流の方向が磁場

の極性で決まることから理解できる．キラリティの電析電流依存性は，これまで観測されていない興味深い

現象であるが，その発現機構の解明は今後検討を要する． 
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